
























表面再構成制御成長法を用いた Si基板上への InSb薄膜の成長において、 InSh単分子層か
らの In原子の脱離を抑制するため、 l属目を低温で成長し、 2属目を高温で成長させる 2段
階成長法を採用した。昨年度は、 l層自の作製条件（成長温度、成長レート、膜摩）を最適
北することで、室温の電子移動度が38000cm2Nsという高品質なInSb 薄膜を得られるように
なった。この際、これまでの成長条件では全ての InSb結晶がSiに対して 30° 回転しなかっ




















覆量が l.25MLの場合には Inが不足、 Inの初期被
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は、過剰な加が凝集しアイランドを形成、そのア 0 1 2 
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・5 ち Kl 0 
り、 PseudomorphicInSbを使える可能性が出てきた。 Voltag除問
つまり、 InSb/Siヘテロ接合がチャネノレ電子を閉じ込 図7.C-V特性の InSb藤恵依存性2
める良いバリアになり得るということである。
厚いパップア層を必要とせず、薄いInSb薄膜を成長させるだけで、高速なデバイスを作製
できる可能性が示すことができたことは、今年度の大きな成果といえる。
(3）プロジェクト成果（特許，起業，技術移転等）
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想）
今後、 lnSbを用いた QW-FET等InSb系のデバイス作製に対する研究過穏において、この
膜成長法に最適なデ、パイス製造法等で特許を取得できると考えている。
(5）利用施設
高出力・高分解能X線回折システム（薄膜材料解析装置部： ATX-E)
利用内容：結晶性評価、 利用頻度：約20h／月
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